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Co2TiSi フルホイスラー合金は、波数空間内にワイル点が存在するワイルセミメタルであること

が理論予測された [1, 2]。ワイルセミメタル材料では、大きな異常ホール効果が観測されると期

待されている。Co2TiSi はハーフメタルで、かつ、ワイルセミメタルであることから大きな異常ホ

ール効果を示す可能性がある。本研究では、Co2TiSi に着目し、エピタキシャル薄膜試料を作製す

るための成膜条件の最適化を行った。 

薄膜の作製には超高真空マグネトロンスパッタ法を用いた。試料の構造は MgO (001) sub. / 

Co2TiSi (50 nm) / Ta (5 nm) とした。成膜時チャンバーの圧力は 0.1 および 0.15 Pa とし、基板加熱

温度（Ts）およびポストアニール温度（Ta）を、それぞれ 300-700℃の範囲で変化させた。スパッ

タ電源は RF と DC の 2 種類で、ターゲットパワー（WT）を 40～100 Wで変化させた。試料の結

晶構造は XRD、磁気特性は SQUID、異常ホール効果は PPMS を用いて評価した。 

Fig. 1 に Co2TiSi 薄膜における XRD プロファイルのポストアニール温度、および、成膜圧力に

よる違いを示した。圧力 0.15 Pa とポストアニール温度 Ta = 700℃の条件で最も強い Co2TiSiの B2

および A2 構造に起因する回折ピークを観測した。 Fig. 2 は最適条件で作製した試料の φ スキャ

ン XRD プロファイルを示す。Co2TiSi の L2１構造に起因するピークを観測し、また、MgO 基板上

にエピタキシャル成長していることを確認した。Fig. 3 に成膜圧力が 0.1 および 0.15 Pa (Ta = 

700℃) の試料における飽和磁化の温度依存性を示した。0.15Pa で作製した試料では、低温でバル

ク値（213 emu/cc）[3]に近い飽和磁化の値を確認した。 
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Fig. 1 XRD result of the samples by     Fig.2 XRD result of φ scan    Fig.3 The result of saturation 

different Ar gas pressure and                                  magnetization with different 

post annealing temperature                                    measuring temperature 

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)9p-PB1-3 

© 2019年 応用物理学会 08-003 10


